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ildə Bakı şəhəri, Nəsmi rayonu 19 nömrəli orta məktəbi bitiribdir. BDU-
nun Fizika fakültəsinin Fiziki elektronika ixtisası üzrə  bakalavryat və bərk 
cisim elektronikası ixtisası üzrə  magistratura səviyyələrini  “fərqlənmə” 
diplomu ilə bitiribdir. Elmi fəaliyyətini davam etdirərək, BDU-nun Fizika fakültəsinin Bərk cisimlər fizikası 
ixtisası üzrə  əyani doktoranturasını  bitirib, “Səthi potensial çəpərli metal – silisium keçidlərinin energetik 
strukturunun xüsusiyyətləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi 
dərəcəsi alıbdır. Ailəlidir, iki oğlu vardır 
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TƏDQİQAT SAHƏSİ 

Səthi potensial çəpərli kontakt hadisələri 
Əlavə elektrik sahəli real metal-yarımkeçirici makro-, mikro- və nanokontaktlar fizikası. 
 

Mühüm elmi nəticələri: 

 Real  metal – yarımkeçirici kontaktlarda (MYK) kontakt səthinin həm qeyri-bircinsliyi, həm də onu 
əhatə edən metal və yarımkeçiricinin sərbəst səthləri ilə məhdudlanması hesabına əlavə elektrik 
sahəsinin yaranması; 

 Düzləndirici real MYK-ların həndəsi ölçü effekti və onların faktiki işlək energetik modelləri ve 
cərəyanaxma mexanizmləri; 

 Əlavə elektrik sahəli MYK əsasında Genəş elementləri. 
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